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Introdução  
Materiais bidimensionais (2D), ou seja, compósitos 
formados por uma única camada vêm ganhando 
cada vez mais importância em pesquisa e 
desenvolvimento, devido às suas propriedades 
úteis em aplicações tecnológicas1. Este estudo 
investigou sistematicamente a síntese de MoS2 na 
superfície de um substrato de Si/SiO2 pela técnica 
de deposição química de vapor (CVD) usando 
trióxido de molibdênio (MoO3) e enxofre2. Perileno 
dianidrido tetracarboxílico (PTCDA) também foi 
utilizado como promotor de crescimento e 
depositado na superfície da amostra3. 
 
Resultados e discussão 
As amostras foram analisadas por espectroscopia 
de fotoelétrons de raios-X (XPS) para confirmar a 
presença de dissulfeto de molibdênio. A 
metodologia de sulfurização foi aprimorada 
modificando o momento em que o enxofre é 
introduzido no processo. Também determinamos a 
temperatura e a duração do platô ideal (550 °C e 
35 min, respectivamente), resultando em um alto 
rendimento de monocamadas de MoS2 na 
superfície da amostra. 
 
 
Figura 1. Espectros de XPS de filmes MoS2: (a, b) 
crescidos a 550 °C sem PTCDA e (c, d) crescidos a 550 
°C com PTCDA, respectivamente. 
 
Figura 2. Espectros de Raman referentes a filmes MoS2 
crescidos a (a) 550 °C e (b) 700 °C, sem PTCDA e (c) 
550 °C e (d) 700 °C com PTCDA, respectivamente. 
 
Ao analisar os espectros de Raman obtidos, 
percebe-se que existe uma maior quantidade e 
uma maior homogeneidade no número de 
camadas MoS2 das amostras com PTCDA, 
refletido nas distâncias mais constantes entre os 
sinais dessas amostras em relação aos sinais 
referentes às amostras sem PTCDA. 
 
Conclusões 
Com o protocolo apresentado, foi possível 
sintetizar MoS2 por CVD, bem como detectar 
maiores quantidades e melhor homogeneidade 
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